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Perancangan Transistor MOSFET

Transistor yang akan dibuat memiliki Spesifikasi :
- transkonduktansi minimum 50 S
- tegangan breakdown 30 V
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Asumsi Na = doping substrat = 4.10*® cm™, maka untuk d = 250 & =
250.10® cm diperoleh Vr = 0,45 V.

Dengan asumsi sambungan n*-p abrupt junction maka Np = 100.Na
= 4.10"® cm™.

2
Vs :w dan e = M dengan :
20N, €s

g=1,6.10"*cC

Ny = 4.10*° cm™

VBR =30V

esi = 11,9 . 8,854.10*
maka : e = 6,04.10° Vcmt?

W, = &€ _119.8854.10".6,04.10°

=1,28.10*cm
PogN, 1,6.10%°.4.10° .
N,.w
W, =W, = ——F = 1 12810 =128.10cm
N, 100
-14
C, =S 239880 g 35107 o
d 250.10
G, =E.m.CO.ND =E.m.CO.VBR ; untuk Si maka | , = 1450
z _ 1
L9 m Ve
m 'CO'VBR

Dari spesifikasi : gm = 50
Z_og L - 0 _g3o0m
m.C,Vy:  1450.1,387.10 °.30

L

[ USR] A an4d . o __ V. =% AN NAAAN . A~ 2



Bandwidth dari MOS :
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Hasil Rancangan :
Doping yang digunakan :
substrat : Na = 4.10° cm™
n* : Np = 4.10"® cm™

Kedalaman material :
tipe n : Wy, = 1,28.10° cm
tipe p : We = 1,28.10% cm
Luas kontak Al :
Gate : A = 8329 | m?
Source : As = 83,29.10%I m?
Drain : Ap = 83,29.10°| m?

Karakteristik 1-V dan frekuensi tinggi :
Kurva Ip-Vps_:
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Dengan menggunakan rangkaian pengganti small
frekuensi tinggi :
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Grafik Ip-Vps_:
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Karakteristik frekuensi tinggi :
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